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本質的に高い飽和磁化 Ms と保磁力 Hcを持つため良い性能の垂直磁化膜が得られると考えられる。本
研究では， Sm-Co 薄膜の作製，面内磁気異万性，特性の温度依存性，垂直磁気異万性についての研究
を行い，その結果，垂直磁化膜を得ることができた。
二元 RFマグネトロンスパッタ法によって SmxCo100-X ( 10 三 x 三 40 )薄膜を作製した。薄膜の X
線回折曲線にはピークが認められなかった。室温における電気抵抗率は 100 ~ 270μQ 一 cm であり，
ρ300k /ρ4.2 k は 0.94--1. 04であり，アモルファス膜の特徴を示す。二つのターゲットからの斜め入
射の効果によって作製した膜は著しい一軸面内磁気異万性を示し，容易軸方向で測定した磁気ヒステリ














かった。本研究では 2 元マグネトロンスパッタ法によりアモルファス SrnCo膜を作り，その特性を作成
条件，組成，温度等を変えてしらべた結果，一般には面内磁化膜になり，その面内磁気異万性は基板の
半径万向であるという結果をえた。メモリとして有望な垂直磁化膜をうるため，飽和磁化の小さく，磁
気異方性の大きい組成(Srn: 2 0 ,.._ 3 0 %)をえらび，作成条件を種々選んで磁化の万向をある程度膜
面と垂直にしたが，外部磁界の大きさの 700 エノレステッド迄では良い膜はえられなかった。最後にスパ
ッタ電源の高周波に直流電圧を重畳し，基板温度は適当に保って作ったところ垂直磁化膜がえられ，ヘ
ッドによる情報書き込みにも成功した。この膜は光磁気効果も比較的大きく，光読み出しも可能である口
乙のほか，アモルファス磁性膜の電気抵抗の温度特性等についてものべられており 乙の分野に貢献す
る処大きく，博士論文として価値あるものと認める。
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